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60/40% hocm nisbatindo vo sulfidlorin dispersliyi 80-100 nm olduqda ifrat yiiksok molekulyar (I'YMPE)
va CdosZngsS osasli nanokompozitlotlor alinmigdir. 77 K-do UB va / va ya y-sialandirilmig foto vo
radiotermoliiminessensiya spektrlorinin miiqayisoli tohlili aparilmigdir. Struktur kecidlorinin temperaturu
miiqayisali tohlil edilmigdir. Dielektrik sabit &, vo dielektrik itkisi tgd (T) arasindaki alago miioyyon edilmisdir.

Acar sozlar: ifrat yliksok molekulyar ¢okili polietilen, nano- vo CdosZnosS, liiminessensiya, dielektrik
sabit &, dielektrik itki bucaq tgd.

1. GIRIS.

Yiiksok molekulyar c¢okiyo polietilen (Mn=1,2:-10%) (IYMPE) osash kompozit
materiallar mikroelektronikada tokmillosdirilmis xiisusiyyatlori olan, atom, elektrik, texniki
vo digor sonayo saholorindo genis istifado olunur. Forqli tobiotdoki polimerlor vo miixtolif
tobiotli nano-materiallar materiallar daha inkisaf etmis sotho malik doldurucu sothi ilo
xarakterizo olunur vo bu fakt sabit xiisusiyyotloro malik yeni fotoliiminessent kompo-
zisiyalarin qorunmasina, xtisuson do CdS [1], CdS-ZnS [2] nanohissaciklors vo stimul rolunu
oynayir.

Qeyd etmok lazimdir ki, luminessent xiisusiyyatlorini (intensivliyi vo sorbost
suallanmanin davam etmo miiddoti,t) optimallagdirmaq igiin, CdCl2-2,5H20  (kimyavi
cohoatdon tomiz), ZnCl> (kimyavi cohatdon tomiz) u (NH2)2CS sulu mohlullar ii¢iin aerosol
piroliz iisulu ilo sintez edilmisdir. Substratin istiliyi 200-500°C arasinda doyisirdi [4]. [4,5]-0
gora, CdxZnxS qgati nanomohlulunun optimal torkibi CdosZnosS-dir. CdS/ZnS nanohis-
sociklorinin xarakterik luminessent spektri 375 nm intervalda hoyacan keg¢irdikde maksimum
519 nm; 475 nm-do hoyacanlandigda, 650 nm maksimum vo 630 nm-do olunur. [5]
miislliflori hesab edirlor ki, CdS {iciin yeni oblastt maksimum birlogdirir (sokil 1). 2.42 eV
ZnS {¢iin 159 3.56 eV oldugda CdS/ZnS nanohissaciklor yaxsi liiminessent materialdir.

ovvallar [6] gostorilmisdir ki, 100 kGy-ya gador olan dozalarda y-radiasiyasina moruz
galma polipropilen PP asasli kompozitlorde 500-600 nm oblastinda ikili doldurucu CdS / ZnS
bolgosindo yerli soviyyado yiikdastyicilarin konsentrasiyanin artmasina sobab olur. RTL
metodundan istifado edorok CdS/ZnS-in 10% -nin PP-yo daxil olmasi, RTL piklorinin
intensivliyinin artmasina sobab oldugu vo UB slialanmanin tosiri ilo fotostimulyasiya
olundugu miioyyon edilmisdir. Bununla birlikdo, otaq temperaturunda vo nisboton yiiksok
temperaturda TYMPEvo CdxZnixS osasinda hazirlanan nanokompozisiyalar iigiin fotosti-
mulyasiya olunmus liiminessensiya haqqinda malumat yoxdur.

Bu isin mogsadi CdosZnosS. nanohissaciklori ilo TYMPE osaslanan y-siialanmis
nanokompozisiyalarin molekulyar horakatliliyinin vo dielektrik (e, tgd) xassalorinin vo RTL
metodu ila struktur kegidlorini dyronmakdir.
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Sok. 1. Cds/Zns nanohissaciklorin spektrlorinin liiminessensiyasi.

2. Tacriibanin metodikasi vo niimunalaorin alinmasi.

Ifrat yiiksok molekullu PE va CdosZnosS nanokompozit niimunalari 60/40 % nisbatdo
alinmisdir. Qalinligr 120 £ 5 mkm olan 16vha soklindos, avvalcadon garisdirilmis polimer vo
doldurucu tozlarin arimo temperaturunda oridilmis buz ilo qarisigin daha sonra buzlu suda
soyudulmasi ilo alds edilmisdir [6-8]. Siilfidlorin orta dispersiyast 80-100 nm olmusdur.

Kompozitin sualandirilmasi 77K temperaturda olan bir ultrabondvsoyi lampa (DKSSh-
500), -0,2 m mosafodo horokot etdirmoklo aparilmusdir. ilkin, UB vo y-siialandirilmis
kompozitlorin fotoliiminessensiya spektrlori TLG-69M termoluminoqrafi (FEQ-51 lampasi
asasinda) istifads edilmisdir [9]. E7-8 dielektrik korpiisiiniin komayi il dielektrik parametrlor
(e, tgd) Ol¢iilmiisdiir vo miiqavimot pv E6-13A teraommetr ilo toyin edilmigdir. E7-20
dielektrik korpiisiiniindon istifado edorak &(T) vo tgd(T) tezlik asililiglari oldo edilmisdir.

Sokil 2-do uygun olaraq IYMPE (1) vo onun osasinda alinmis kompozitlorin (2-4)
e=f(T) vo &"=f(T) asililiglar1 gostorilmisdir. Sokildon goriiniir ki, tomiz IYMPE-lo
miiqayisodo ona 3% CdS/ZnS olave etdikdo &' 1.8 dafa boyliyarak 5-o catir vo temperaturun
artmas1  ilo  qeyri-polyar  dielektrikloro  moxsus gedis  gostorir. IYMPE  vo
I[YMPE+1%CdS/ZnS, IYMPE + 5%CdS/ZnS kompozitlori isa (20-130°C) temperatur
oblastinda geyri-polyar dielektrikloroxas olan gedis niimayis etdirsalor do, temperaturun
sonradan 170°C-ya godor artmas €'-in artmasi ilo miisayat olunur. Qeyd etmok lazimdir ki, bu
artimin doracasi kompozitlor tiglin daha boyiikdiir. Temperatur skalasinin sonunda ¢&'-in
baslangic vo son giymatlori arasindaki forq IYMPE iiciin Ae=es-65=0.25 olddugu halda ,
kompozitlor iiciin iso uygun olaraq 1.6 vo 1.8 toskil edir. Bu niimunaler {i¢iin &' 130°C-do
minimum giymat alir vo CdS/ZnS olavesinin konsentrasiyasindan asili deyil.

Temperaturun artmasi ilo materialin dielektrik niifuzlugunun doyigmasinin bels
xarakteri IYMPE matrisasinda stabilloson CdS/ZnS microhissaciklorine yiikdastyicilarin
istilik generasiyasinin ndqtavi manboyi kimi baxan mexanizmin kémayi ils izah oluna bilar.
Bu zaman materialin qizmasi doldurucunun microhissaciklorinde moarkazlosmis yiikda-
styicilarin konsentrasiyasinin artmasina vo onlarin fazalararasi sorhaddoki potensial ¢opari
asaraq polimer molekulasi torafindon tutulmasina gotirib ¢ixarir. Noaticado homin oblastda
polyarlagma doaracasi Vo miivafiq olaraq materialin dielektrik niifuzlugu boyiiyiir.

Molumdur ki, dielektriklori elektrik kegiriciliyi vo dielektrik niifuzlugu formalizmindon
basqa elektrik modulu formalizmilarinds do tadqiq edirlor. Bu onunla slagadardir ki, yuxarida
adlar1 ¢okilon tisullarla askarlana bilmoyan proseslor (elektrodyani va relaksasiya proseslori
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Sok. 2. IYMPE (1) va onun osasnda alinan [YMPE+x%CdS/ZnS
nanokompozitlorinin  &'=f(T ) va &"= f(T )asililiglart: 2-1 wt.%;
3-3 wt.% vo 4-5wt.%.

Vs S.) elektrik modulu formalizmilorinds askarlana bilir.
Kompleks dielektrik niifuzluguna tors komiyyot olan elektrik modulunun giymati
asagidaki kimi toyin okunmusdur:

M=1=M +iM

&

burada M’ vo M” elektrik modulunun haqigi vo xayali hissaloridir:

Sokil 3-do elektrik modulunun hagigi vo Xxoyali hissalorinin temperaturdan asililigi
gostarilmigdir. Sokil 2(a)-dan gorindiiyti kimi , todqig edilon biitin nimunalor {igiin
temperaturun artmast ilo M’ avvalca zoif artir (IYMPE+3%CdS/ZnS halinda bu artim 110°C-
ya gadar digor niimunalara nisbaton bir godar boyiikdiir, sonra temperatur skalasinin sonuna
godar pillali artir). Temperaturun sonraki artimi zamani M’ nisboton boyiik siirotlo artaraq
130°C-do maksimumdan kegir va azalir (skalanin sonuna qodor).

"

05 M 250, M
2
0.43 /m\
0.36
3
0.20
r-olf*'\
0.22 :
___,r-—--.-l-""
0.15 . : .
0 50 100 150 O 50 100 150
T.%c T.c
a b

Sok. 3. IYMPE va onun asasinda alimis [YMPE+x%CdS/ZnS kompozitlorinin elektrik
modulunun M’ = f(v) vo M”" = f(v) temperatur asilihglar: 1- IYMPE; 2- 1%; 3- 3%;
4- IlYMPE+5% CdS/ZnS.

87



Sokil 4-do M"=f(T)v asililig1 verilmisdir. Buradan goriiniir ki, tomiz IYMPE (ayri 1) vo
[YMPE+1%CdS/ZnS (ayri 2) halinda funksiyanmin temperatur asiliigi demok olar Ki, bir-
birino ¢ox yaxindir (temperatur skalasinin baslangicinda maksimum nozars alinmasa). Binar
alavanin hocmi pay1 5% olan niimuns {iglin temperaturdan zaif asilidir. ©vvalki iki niimuna
halinda iso (1 vo 2 oyrilori) T=100°C otrafinda M” minimumdan kegir vo sonra artir.
Temperaturun sonraki artiminda M” yenidon azalir. IYMPE+3%CdS/ZnS kompozit
nimunslori tiglin temperaturun artmasi ilo M”  skalanin sonuna qodor demok olar ki,
eksponensial azalir.
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Sok.4. [YMPE va onun ssasinda alinmis I'YMPE/x%CdS/ZnS kompozitlorinin RTL spektri:
1 -1YMPE, 2 - IYMPE+1%CdS/ZnS; 3- [YMPE+3%CdS/ZnS.

NOTIiCO:

IYMPE+1% CdS/ZnS va IYMPE+3% CdS/ZnS kompozitlarinin kompleks dielektrik
niifuzlugunun €' hogiqgi hissesinin temperatur asiliiginda 125°C-don sonra €'-in geyri-polyar
materiallar ti¢lin xarakterik olmayan nisboton siirotli artimi1 miisahido edilmisdir. Hesab edirik
ki, geyd olunan temperaturdan baglayaraq CdS/ZnS binar doldurucusu hissaciklori
kompozitin hacmina yeni yiikdasiyicilar verir ki, onlar da 6z yaxin otrafinda miihitin
polyarlagma daracasinin va bunun naticasi olaraq €' -in artmasina sabab olur.
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PAJNOTEPMOIIOMUHECHEHIUA U TUSJTEKTPUYECKUE CBOHCTBA
v-OBJIYYEHHBIX KOMITIO3UIIUHN CBEPXBBICOKO-MOJIEKYJ/JIAPHOI'O
MOJUITUJIEHA C CdS/ZnS

I'AJ’KHUEBA E.I'.

[TosryyeHbl HAHOKOMIIO3UTBI Ha OCHOBE CBEPXBBICOKOMOJIEKYJISPHOTO MOJIMATUIICHA
CBMIID u CdosZnosS mpu cooTHOIIeHHH KOMIOHEHTOB 60/40 00.% © AMCHIEPCHOCTHIO
cyapdunoB 80-100um. IlpoBenaeH cpaBHUTENbHBIM aHAIU3 CIEKTPOB (POTO-U PagTUOTEPMO-
momuHectueHn Y®- w/wnm y-nydamu npu 77 K, ompenenens! 3HaueHus T, mpoBeneHO
COIMOCTaBJICHUE CTPYKTYpPHBIX IMepexonoB. [lomydeHbl TeMmiepaTrypHble 3aBUCHUMOCTH
JIMAJIEKTPUYIECKOM IPOHUIIAEMOCTH €« M JAMAIIEKTpUIEcKUX motepb tgo(T).

KnaroueBble cioBa: CBCPXBBICOKOMOJICKYJIAPHOTO IMOJHUOTUIICH, HAHO- U Cd0,52n0,5s, JIJIOMHUHECIICHIIHA,
JAUDJICKTPpUYCCKasA MPOHULIAEMOCTD €k, AUDJICKTPUICCKAS TOTEPS th

RADIOTHERMOLUMINESCENCE AND DIELECTRIC PROPERTIES OF
v-IRRADIATED COMPOSITIONS OF ULTRAHIGHMOLECULAR
POLYETHYLENE WITH CdS/ZnS

HAJIEVAY.G.

Nanocomposites based on ultrahigh molecular weight polyethylene UHMWPE and
Cdo,sZnosS were obtained with a component of 60/40 vol.% and dispersion of sulfides 80-
100nm. A comparative analysis of the photo- and radiothermoluminescence spectra with UV
and / or y- rays at 77 K was carried out, the values of T were determined, and the structural
transitions were compared. The temperature dependences of the dielectric constant &c and
dielectric loss tgé (T) are obtained.

Keywords: ultrahigh molecular weight polyethylene, nano- and CdosZngsS, luminescence, dielectric
constant g, dielectric loss tgo T.
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